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In etching the surface of components of oxidic material (I) with a soln. of 
HF in a solvent (II), the novelty is that (II) consists (partly) of an organic 
cpd. (IIA) contg. N atom(s) capable of complex formation. Pref. (II) and pref. 
any other components of the soln. are (almost) anhydrous and the total water 
content of the soln. pref. is max. 5, esp. max. 1 wt.% of the entire soln. and 
wax. 5, e.g. 1 wt.% of (II). In (IIA), the N atom is in the form of amino 
gps. or heterocycles. In particular, (IIA) is pyridine and/or its homologue(s) 
or deriv(s). The HF concn. is 1-80 wt.%. The soln. pref. contains ca. 70 
wt.%, whilst (II) consists (mainly) of pyridine. (II) may also contain other 
solvent(s) and/or complexing agent(s), e.g. glycerol, ethylene glycol and/or 
acetic acid. (I) is a metal niobate, tantalate, titanate, zirconate and/or 
stannate in the form of monocrystal or ceramic, esp. a ferroelectric, KNb03, 
LiNb03, K tantalate-niobate, Ba-Na niobate, Ba-Sr niobate, BaTi03 or SrTi03, 
Si02 (quartz) or siliceous material, e.g. glass or ceramic. USE/ADVANTAGE - 
The process is useful in the prodn. of optical and esp. opto-electrical 
devices. It eliminates familiar drawbacks and gives a great etching rate at 
relatively low temp.. 
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CHG DATE=1 999061 7 STATUS=0>ln etching the surface of components of 
oxidic 

material (I) with a soln. of HF in a solvent (II), the novelty is that (II) 
consists (partly) of an organic cpd. (HA) contg. N atom(s) capable of complex 
formation. Pref. (II) and pref. any other components of the soln. are (almost) 
anhydrous and the total water content of the soln. pref. is max. 5, esp. max. 1 
wt.% of the entire soln. and wax. 5, e.g. 1 wt.% of (II). In (MA), the N 
atom is in the form of amino gps. or heterocycles. In particular, (HA) is 
pyridine and/or its homologue(s) or deriv(s). The HF concn. is 1-80 wt.%. The 
soln. pref. contains ca. 70 wt.%, whilst (II) consists (mainly) of pyridine. 
(II) may also contain other solvent(s) and/or complexing agent(s), e.g. 
glycerol, ethylene glycol and/or acetic acid. (I) is a metal niobate, 
tantalate, titanate, zirconate and/or stannate in the form of monocrystal or 
ceramic, esp. a ferroelectric, KNb03, LiNb03, K tantalate-niobate, Ba-Na 
niobate, Ba-Sr niobate, BaTi03 or SrTi03, Si02 (quartz) or siliceous material, 
e.g. glass or ceramic. USE/ADVANTAGE - The process is useful in the prodn. of 
optical and esp. opto-electrical devices. It eliminates familiar drawbacks and 
gives a great etching rate at relatively low temp.. 
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Verf ahren zum Aetzen der Oberflache eines Korpers aus oxidischem Material. 



@ Zum Atzen der Oberflachen von Korpern aus oxidi- 
schem Material, insbesondere mindestens einem 
Metall-Niobat oder -Tantalat, wird ein Atzmittel verwen- 
det, das aus einer Losung von * vorzugsweise 1 bis 80 
flew.-% Fluorwasserstofjf ml^in einem nicht wasserigen 
Losungsmittel besteht. Die^esenthalt eine organische Ver- 
bindung, deren Molekule ein oder mehrere komplexbil- 
dende Stickstoffatome, besonders in Form von Amino- 
gruppen (z.B. Triethanolamin) oder von Heterocyclen (z.B. 
Pyridin) enthalten. Das neue Atzmittel ergibt schon bei 
verhaltnismassig niedrigen, beispielsweise im Bereich der 
normalen Zimmertemperatur liegenden Temperaturen des 
Atzmittels und der zu atzenden Korper relativ grosse Atz- 
geschwindigkeiten, wobei auch eine gleichmassige Atzwir- 
kung erreicht werden kann. Dadurch kann namentlich die 
Hcrstellung spezieller opto-elektrischer Vorrjchtungen 
und Bauelemente erleichtert werden. 
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P ATENTANSPRUC H E 
1. Verfahren zum Atzen mindestens eines Bereichs der 
Oberflache zumindest einer Korpers aus oxidischem Mate- 
rial, wobei als Atzmittel eine Losung von Fluorwasserstoff in 
einem Ldsungsmittel verwendet wird, dadurch gekennzeich- 
net, dass das Ldsungsmittel mindestens teilweise aus minde- 
stens einer organischen Verbindung besteht, deren Molekiile 
mindestens ein zur Komplexbildung befahigtes Stickstoff- 
^atom enthalten. 

\ 2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dass das Ldsungsmittel und vorzugsweise auch jede andere 
Komponcnte der Losung zumindest annahernd wasserfrei ist, 
wobei der G eh alt des allenfalls insgesamt in der Losung vor- 
handenen Wassers zweckmassigerweise hochstens 5 Gew.-% 
der ganzen Losung und vorzugsweise hochstens 1 Gew.-% der 
ganzen Losung sowie vorteilhafterweise hochstens 5 Gew.-% 
des Losungsmittels und beispielsweise 1 Gew.-% des 
Losjungsmittels betragt. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Stickstoffatome in Form von Aminogrup- 
pen oder von Heterozyklen vorliegen. 

4. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch 
gekemaawe^net, dass das Losungsmittel zumindest zum Teil 
aufi^ridinynd/oder mindestens einem seiner Homologen 
oflejj^errvate besteht. 

5. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Fluorwasserstoffkonzentration der 
Losung zwischen 1 Gew.-% und 80 Gew.-% liegt. 

6. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 5, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Ldsungsmittel zumindest zum gross- 
ten Teil aus Pyridin b esteht und die Fluorwasserstoffkonzen- 
tration der Losung bei etwa 70 Gew.-% liegt. 

7 7. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 6, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Losungsmittel neben zumindest 
einer stickstoffhaltigen Verbindung mindestens einen weite- 
ren Stoff enthalt, der als Losungsmittel und/oder Komplex- 
bildner wirkt, beispielsweise Glyceri njmd/ oder E thylengly - 
kol und/ oder Essigsaure. * s ^ ^ 

8. Verfahren nach einem der Anspriiche Tbis 7, dadurch 
gekennzeichnet, dass das oxidische Material mindestens teil- 
weise aus einem Metall-Niobat und/oder -Tantalat und/oder 
-Titanat und/oder -Zirkonat und/oder -Stannat besteht und 
in der Form zumindest eines Einkristalls oder eines Keramik- 
korpers vorliegt. 

9. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 8, dadurch 
gekennzeichnet, dass das oxidische Material mindestens eines 
der Ferroelektrika: KNbCh, LiNbOa, Kalium-Tantalatniobat, 
Barium-Natriumniobat, Barium-Strontiumniobat, BaTiOj 
oder SrTiCh aufweist. 

10. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 7, dadurch 
gekennzeichnet, dass das oxidische Material mindestens zum 
Teil aus Siliciumdioxid (Quarz) oder aus einem uberwiegend 
silicathaltigen Stoff, wie beispielsweise Glas oder Keramik, 
besteht. 



BESCHREIBUNG 
Die Erfindung betrifTt ein Verfahren gemass dem Oberbe- 
griff des Anspruchs 1. 

Es ist haufig erforderlich, die Oberflache von Korpern aus 
oxidischen Materialien wie Quarz, Porzellan, Saphir, Barium- 
titanat, Lithiumniobat usw. zu atzen, um beispielsweise feh- 
lerhafte Oberflachenschichten zu entfernen und die Korper 
chemisch zu polieren oder um bei Untersuchungen gewisse 
Materialeigenschaften, wie die kristallographische Orientie- 
rung oder die Domanenstraktur, sichtbar zu machen. 



Ferner kann es erforderlich oder wunschenswert sein, die 
Oberflache von Korpern aus oxidischen Materialien teilweise 
mit Masken aus einem gegen das Atzmittel bestandigen Mate- 
rial abzudecken und durch Atzen der nichtabgedeckten Ober- 

5 flachenbereiche spezielle Strukturen zu erzeugen. Neuerdings 
besteht insbesonder ein wachsender Bedarf nach derartigen, 
lichtdurchlassigen Korpern, um daraus lichtleitende, passive 
oder aktive Vorrichtungen zum Leiten und/oder Verarbeiten 
von Lichtsignalen zu bilden. Solche Vorrichtungen konnen 

io beispielsweise in Anlagen fur die Daten- und Informations- 
ubermittlung mit Lichtleiterfasern, fur die optische Daten- 
speicherung sowie sonstige optische Datenverarbeitungsvor- 
gange und in der Lasertechnik dienlich sein. Die Vorrichtun- 
gen konnen als rein optische oder als optoelektrische bzw. 

is -elektronische oder optomagnetischc oder optoakustische 
Element ausgebildet sein und beispielsweise zur Bildung von 
Verbindungen bzw. Verzweigungen fur Lichtsignalleiter, von 
Verstarkern, Modulatoren, Frequenzwandlern und derglei- 
chen dienen. Eine Vorrichtung kann dabei als Bauelement 

20 zum Ausuben einer einzigen Funktion oder als integrierte 
optische Vorrichtung konzipiert sein, die analog wie eine inte- 
grierte elektronische Schaltung beim Betrieb mehrere Funk- 
tionen ausfiihrt. Schliesslich konnen Korper auf der Basis 
oxidischer Kristaile, wie etwa Quarz, mit eingeatzten Struktu- 

25 ren auch fur die Herstellung nichtoptischer, eiektrischer Vor- 
richtungen, wie Halbleiter-Bauelemente, integrierter Schal- 
tungen und piezoelektrischer Elemente Verwendung finden. 
Derzeit werden fur die Herstellung derartiger Vorrichtungen 
insbesondere Versuche mit ferroelektrischen Metall-Nioba- 

30 ten, wie Kalium- und/oder Lithiumniobat, Berium-Stronti- 
umniobat (BSN) und Kaliumtantalatniobat (KTN) unternom- 
men. 

Es ist bekannt, als Atzmittel zum Atzen von Korpern aus 
oxidischen Materialien eine wassrige Losung von Fluorwas- 

35 serstoff (HF) zu verwenden. Um die Atzwirkung zu verbes- 
sern, wird die HF-Ldsung oft mit Zusatzen von Fluoriden 
(KHF 2 , NH4F), Mineralsauren (H2SO4, CHI, HNOa), ver- 
schiedenen Oxydationsmitteln (H2O2, Br2, 12, K2Cr20?, 
KMn04), sowie organischen Kompexbildnern (Glycerin , 

40 Oxalsaure, Weinsaure u.a.) versehen und/oder es wird bei 
erhohten Temperaturen gearbeitet. 

So beschreibt zum Beispiel die US-Patentschrift 3 847 688 
das Atzen von Gebrauchskeramik mit einer wassrigen HF- 
Losung bei Zugabe von Ethylenoxid und Nonylphenol. Zum 

45 Atzen von Korpern fur die Bildung von Halbleitern auf Silici- 
umbasis verwendet man gemass der US-Patentschrift 
4 174 252 ein Gemisch aus Salpetersaure und Fluorwasser- 
stoff saure. In der US-Patentschrift 4 269 654 werden zum 
gleichen Zweck als Atzmittel Mischungen einer konzentrier- 

50 ten wasserigen HF- Losung mit hochsiedenden organischen 
Losungsmitteln wie Glycerin oder, Ethylenglyk ol empfohlen. 
Schliesslich wird in der deutschen Patentschnft 26 05 582 
auch die Verwendung wasseriger Gemische von HF und 
H2SO4 zum Atzen von Lithiumniobat beschrieben. 

ss Durch wassrige Losungen von Fluorwasserstoff gebildete 
Atzmittel haben jedoch unter anderem den Nachteil, dass sie 
nur niedrige Atzraten oder -geschwindigkeiten ergeben. So 
werden beim Atzen von Kalium- oder Lithiumniobat sowohl 
mit einer wasserigen Losung von FluorwasserstoiT bei Zim- 

eo mertemperatur als auch mit konzentrierter Schwefelsaure bei 
einer Temperatur von 200 °C nur Atzgeschwindigkeiten von 
hochstens etwa 0,5 bis 1 Mikrometer pro Stunde erreicht. Fer- 
ner lasst die Gleichmassigkeit des Atzvorgangs und der dar- 
aus resuitierenden Flachen zumindest bei einem Teil der 

b 5 Anwendungen der bekannten Verfahren zu wunschen ubrig. 
1 — Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, ein Ver- 

j fahren zum Atzen mindestens einer Kdrpers aus oxidischem 

/ Material, insbesondere von Korpern fur die Herstellung opti- 
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scher, namlich vor allem optoelektrischer Vorrichtungen zu 
schaffen, das Nachteile der bekannten Verfahren eliminiert 
und insbesondere s'chon bei verhaltnismassig niedrigen Tem- 
peraturen eine grosse Atzgeschwindigkeit ergibt. 

Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren der einleitend 
genannten Art gelost, das erfindungsgemass durch den kenn- 
zeichnenden Teil des Anspruchs 1 gekennzeichnet ist. Vorteil- 
hafte Ausgestaltungen des Verfahrens gehen aus den abhangi- 
gen Anspriichen hervor. 

' ~~ Die das Atzmittel bildende Losung soli vorzugsweise 
zumindest annahernd und praktisch wasserfrei sein. Dement- 
sprechend solien auch das fur das Atzmittel verwendete 
Losungsmittel und weitere Komponenten vorzugsweise 
zumindest im wesentlichen wasserfrei scin. Damit ist gemeint, 
dass vorzugsweise sowohl das Losungsmittel als auch der 
Fiuorwasserstoff und die allenfalls sonst noch in der Losung 
vorhandenen Zusatze zumindest «technisch» wasserfrei sein 
sollen. Der Anteil des allenfalls insgesamt in der Losung vor- 
handenen Wassers soli hochstens 5 Gew.-% der gesamten 
Losung und vorzugsweise hochstens 1 Gew.-% der ganzen 
Losung betragen. Der Anteil des allenfalls insgesamt in der 
Losung vorhandenen Wassers betragt vorteilhafterweise sogar 
nur hochstens 5 Gew.-°/o des Losungsmittels und beispiels- 
weise hochstens 1 Gew.-% des Losungsmittels oder wenn 
mdglich noch weniger. 

Das oxidische Material des zu atzenden Korpers kann 
zum Beispiel ein Metall-Niobat, -Tantalat, -Titanat, -Zirkonat 
oder -Stannat oder ein Gemisch aus mehreren solchen Sub- 
stanzen, auch in Form von Mischkristallen, sein. Der Korper 
kann dabei in der Form eines Einkristalls oder als Keramik- 
korper vorliegen. Fur die Bildung von optoelektrischen Vor- 
richtungen kann der Korper insbesondere ferroelektrisch sein 
und als Grundmaterial eine oder eventuell mehrere der Sub- 
stanzen Kaliumniobat (KNbCh), Lithiumniobat (LiNbCb), 
Kalium-Tantalatniobat, Barium- Strontiumniob at, Barium- 
Natriumniobat (BaiNaNbsOis), Bariumtitanat (BaTiCh) oder 
Strontiumtitanat (SrTiOs) aufweisen. Dabei kann der Korper 
etwa aus einem Einkristall gebildet sein, der nur aus Kalium- 
niobat oder nur aus Lithiumniobat besteht. Der Korper kann 
aber beispielsweise auch aus einem Einkristall mit der 
Zusammensetzung Ko.eLio^NbCb bestehen. 

Das auch unter der Abkurzung KTN bekannte Kalium- 
Tantalatniobat bildet Mischkristalle mit der Formel KTa x Nb!_ 
x 03, wobei KTa03 und KNbOs vollstandig mischbar sind. 
Das unter der Abkurzung BSN bekannte Barium-Strontium- 
Niobat kann die Zusammensetzung (SrxBa^i.yCNbzC^y 
haben, wobei x = 0,61 und y = 0,4993 sein kann. 

Des weiteren kann der Korper aus Siliciumdioxid (Quarz) 
bestehen, das ebenfalls als Grundmaterial fur die Bildung von 
optoelektrischen Vorrichtungen oder rein elektronischer 
Halbleiter- Vorrichtungen oder zu sonstigen Zwecken dienen 
kann. Ferner kann der Korper zumindest zum Teil und bei- 
spielsweise iiberwiegend aus silikathaltigen Stoffen bestehen 
und in der Form von Glas oder Keramik vorliegen. 

Falls die Korper fur die Bildung optoelektrischer Vorrich- 
tungen oder eventuell rein elektronischer Halbleiter-Bauele- 
mente und integrierter Schaltungen dienen, kdnnen die 
genannten Materialien Grundmaterialien dieser Korper bil- 
den und noch bereichsweise mit Zusatzen dotiert sein. 

Das erfindungsgemass Atzverfahren verwendet eine HF- 
Losung in einem fliissigen, vorzugsweise zumindest praktisch 
nichtwasserigen Losungsmittel, das mindestens teil weise aus 
mindestens einer organischen Verbindung besteht, deren 
Molekule ein oder mehrere zur Komplexbildung befahigte 
Stickstoffatome enthalten. Eine solche Losung vermag die 
oxidischen Materialien unter Bildung von Fluorokomplexen 
aufzulosen. Die Fluorwasserstoff-Konzentration der Losung 
kann etwa 1 Gew.-% bis 80 Gew.-% betragen. Als organische 



Stickstoffverbindungen eignen sich vor allem Amine, wie 

Trierthanolamin, und Heterozyklen, wieJPyridin. seine 

Homologe und Derivate. 

Das Losungsmittel kann ausserdem zusatzliche Stoffe ent- 
5 halten, die als Losungsmittel und/oder Komplexbildner wir- 
ken. Solche Zusatzstoffe sind zum Beispiel Glv^ejin, Ethvlen- 
glykol oder Essigsaure. Durch die Zugabe derartiger Stoffe 
konnen verschiedene Parameter, wie die Viskositat, die Ober- 
flachenspannung und das Dissoziationsgleichgewicht, beein- 
io flusst und auf einen gunstigen Wert eingesteilt werden. Des 
weiteren kann durch die Auswahl des Losungsmittels und die 
diesem beigefiigten Zusatzstoffe bewirkt werden, dass die 
Atzgeschwindigkeit beim Atzen von kristallinen Materialien 
und insbesondere Einkristallen wahlweise unabhangig oder 
is abhangig von der Orientierung der Kristalle bzw. von der 
Orientierung der Symmetrieachse der Kristalle ist. 

Fur die Durchfuhrung eines Atzvorganges wird das Sub- 
strat, d.h. der bzw. jeder zu behandelnde Korper mit dem 
durch eine Fluorwasserstoff-Losung gcbildeten Atzmittel in 
20 Beruhrung gebracht und eine bestimmte Zeit dessen Wirkung 
ausgesetzt. Dabei kann das Atzmittel auf einer vorgegebenen 
Temperatur im Bereich zwischen dem Erstarrungs- und dem 
Siedepunkt des verwendeten Gemisches gehalten werden. Bei 
den vorgesehenen organischen Losungsmitteln kann die Tem- 
25 peratur des Atzmittels je nach dessen Beschaffenheit etwa bis 
hochstens 60 °C oder 70 °C betragen. Es lassen sich jedoch 
bereits grosse Atzgeschwindigkeiten erzielen, wenn die Tem- 
peratur des Atzmittels und der zu atzenden Korper hochstens 
40 °C und beispielsweise hochstens 30 °C und mindestens 
30 oder ungefahr 20 °C betragt. Der Atzvorgang kann also ohne 
weiteres bei normaler Raumtemperatur, d.h. bei etwa 20 °C 
bis 25 °C, ablaufen. 

Der Atzvorgang kann derart durchgefuhrt werden, dass 
die ganze Oberflache des bzw. jedes behandelten Korpers 
35 geatzt wird. In vielen Fallen, beispielsweise wenn die behan- 
delten Korper zur Herstellung von optoelektrischen Vorrich- 
tungen oder eventuell von elektronischem Halbleiter- Vorrich- 
tungen bestimmt sind, ist die Oberflache zur Erzielung einer 
bestimmten Struktur nur bereichsweise zu atzen. In diesem 
40 Fall kann der bzw. jeder zu behandelnde Korper vor dem 
Beginn des Atzvorgangs mit einer Maske versehen werden, 
die den bzw. jeden nicht zu atzenden Oberflachenbereich des 
Korpers abdeckt. Die Maske soil dabei selbstverstandlich aus 
einem Material bestehen, das gegen das Atzmittel mindestens 
45 einigermassen bestandig ist, so dass es den oder die abge- 
deckten Oberflachenbereiche zumindest wahrend eines Teils 
der Atzbehandlung gegen die Einwirkung des Atzmittels 
schiitzt. Die Maske kann beispielsweise aus mindestens einem- 
metallischen Material oder aus einem Metalloxid und einem 
50 metallischen Material bestehen. Nach der Atzbehandlung 
kann die Maske durch eine chemische Behandlung von Kor- 
per entfernt werden, wobei aber eventuell auch die Moglich- 
keit besteht, die Maske oder Teile von ihr am Korper zu 
belassen, um beispielsweise Elektroden zu bilden. 
55 Die Erfindung soli nun noch anhand von Beispielen und 
Varianten erlautert werden. 

Beispiel 1 

Zum Atzen eines Korpers aus Kaliumniobat, beispiels- 
60 weise eines Einkristalls, wurde ein kommerziell, namlich von 
der Fluka AG, Buchs, Schweiz, unter der Bezeichnung Nr. 
47 586 erhaltlicher, technisch reiner Fiuorwasse rstoff- Pyridine 
Komplex mit einen Fluorwasserstoff-Anteil von etwa 70 
Gew.-% verwendet, welcher bemerkenswert stabil ist und in 
b5 der praparativen organischem Chemie als Fluorierungsmittel 
sowie als Reagenz zur Entfernung funktioneller Gruppen 
(deprotecting reagent) dient. Der Atzvorgang wurde bei Zim- 
mertemperatur, d.h. bei etwa 20 °C bis 25 °C betragender 
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Temperatur, durchgefuhrt. Dabei ergaben sich in der Grosse 
von 50 bis 100 Mikrometer pro Stunde Hegende Atzgeschwin- 
digkeiten oder Atzraten. Dies entspricht gegeniiber den in der 
Einleitung angegebenen, mit einer wasserigen Ldsung von 
Fluorwasserstoff bei Zimmertemperatur oder mit konzentrier- 
ter Schwefelsaure bei ungefahr 200 °C erzielbaren Ergebnis- 
sen einer Steigerung der Atzgeschwindigkeit um ungefahr 
einen Faktor 100. Nebst der Steigerung von Atzgeschwindig- 
keit ist von Vorteil, dass der Atzvorgang bei Zimmertempera- 
tur durchgefuhrt werden kann und also keine Erhitzung des 
Atzmittels und des behandelten Korpers durch Zufuhr von 
Fremdwarme notwendig ist. Ferner ergibt das Atzmittel eine 
gleichmassige Abtragung von Material. 

Beispiel 2 

Anstelle einer Korpers aus Kaliumniobat wurde ein Kor- 
per aus Lithiumniobat behandelt. Im ubrigen wurde das Ver- 
fahren gleich durchgefuhrt wie beim Beispiel 1 . Dabei erga- 
ben sich Atzgeschwindigkeiten in der Grosse von mehreren 
Mikrometern pro Stunde, was gegeniiber dem bekannten Ver- 
fahren mit wasserigen, Fluorwasserstoffsaure aufweisenden 
Atzmitteln einer Steigerung der Atzgeschwindigkeit um unge- 
fahr einen Faktor 10 oder mehr entspricht. 

Auch das Atzen von Quarz und silikathaltigen Materia- 
lien, die fur verschiedene Zwecke als Werkstoffe geeignet 
sind, kann mit im Bereich der normalen Zimmertemperatur 
liegenden Atzmittel temperaturen erfolgreich durchgefuhrt 
werden und zeigte, verglichen mit konventionellen Atzmit- 
teln, sehr positive Resultate. 




Wenn die zu behandelnden Korper, beispielsweise fur die 
Bildung optoelektrischer Bauelemente und Vorrichtiingen nur 
bereichsweise geatzt werden sollen, konnen die nicht oder 
weniger stark zu atzenden Oberflachenbereiche der Korper 

s bei Verwendung des im Beispiel 1 genannten Atzmittels wah- 
rend mindestens eines Teils des Atzvorgangs mit einer Maske 
maskiert, d.h. abgedeckt werden. Die Maske kann beispiels- 
weise aus einer auf den zu behandelnden Kdrper aufgebrach- 
ten Grundschicht aus Chrom oder Chromoxid und einer auf 

io diese Grundschicht aufgebrachten Goldschicht bestehen. 
Statt des im Beispiel 1 erwahnten Pyridins ko nnen auch 
dessen Homologen oder Derivate als Losungsmittel verwen- 
det werden. Gemass den durchgefuhrten Studien sollte eine 
ahnliche gunstige Atzwirkung auch bei der Verwendung von 

, 5 Losungsmitteln erzielbar sein, die aus einer andern heterozy- 
klischen, stickstoffhaltigen Verbindung bestehen, und allge- 
mein von Losungsmitteln, deren Molekule zumindest ein 
Stickstoffatom aufweisen, welches zur Komplexbildung befa- 
higt ist, z.B. auch ein Stickstoffatom in Form einer Amino- 

20 gruppe. 

Die Richtungsabhangigkeit der Atzwirkung kann notigen- 
falls durch dem Atzmitel beigefugte Zusatze beeinflusst wer- 
den, so dass es beispielsweise je nach Bedarf moglich sein 
sollte, Atzvorgange durchzufuhren, bei denen die Atzge- 
25 schwindigkeiten zumindest annahernd richtungsunabhangig, 
d.h. «isotrop» oder aber mehr oder weniger stark von der 
Richtung beziiglich der Orientierung der Symmetrieachsen 
kristalliner Korper abhangig sind. 



